BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

NPN-Silizium-Leistungs-Transistoren

Schneller Schalter; tsn typ. 0,3 us
Hohe Durchbruchsspannung, bis 250 V; hoher Spitzenstrom, bis 5 A

Mechanische Daten

BLY47-50 im TO-3-Gehéuse (siche BU106)
BLY47A-50A im TO-66-Gehduse
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Absolute Grenzwerte bei Tg = +25°C BLY47/48 BLY49/50
BLY47A/48A  BLY49A/50A
Kollektor-Basis-Spannung (Bem. 1) 100 V 250 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 2) 100 V 250 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 3) BV 150 V
Emitter-Basis-Spannung « 8V —
Kollektorstrom, Spitze  (Bem. 4) <« 5A —
Dauer < 3A —
Basisstrom, Spitze (Bem. 4) — 3A —
Dauer “« 2 A -
Gesamtdauerverlustleistung bei Tg < .25 °C (Bem. 5) <« 40W —
Lagerungs- und Sperrschichttemperaturbereich <  —65°C bis +175°C —

Bemerkungen:

1. beilg = 0/2 bei Ugg = —2 V bis —8 V / 3. bei Iy = 0
4. beitp =< 5ms;d=<25% /5. bei Ucg < 25V, Bild 5, 6, 7.
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BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

Elektrische Kennwerte bei Ty = +25 °C

Parameter <~ Prifbedingungen Typ min typ max Einh.
U@rycBo Kollektor-Basis- lc=5mA, Ig=0 BLY47/48 100 Y
Durchbruchsspannung (Bem, 6) BLY47A/48A 100 v
BLY49/50 250 \"
BLY49A/50A 250 \
U@sryeBo Emitter-Basis- lIg =10mA, lIc=0 Alle 8 Vv
Durchbruchsspannung
Ucexr  Kollektor-Emitter- lc=5 mA, Usg=—1V BLY47/A/48/A 100 Y
Latching-Spannung (Bem., 6) BLY49/A/50/A 250 Vv
Uceor  Kollektor-Emitter- lc=50mA, Ig=0 BLY47/A/48/A 15 \Y
Latching-Spannung (Bem. 6) BLY49/A/50/A 150 Vv
IcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ucp =40V, Ig=0 Alle 50 rA
Ucgaty Kollektor-Emitter- le=1A, Ig=0,1A Alle 03 075 V
Sattigungsspannung (Bem. 6)
lc=3A, IB=06A Alle 0,8 \
UBE(saty Basis-Emitter- lc=1A, IB=01A Alle 08 15 V
Séattigungsspannung lc =3A, IB=06A Alle 1,0 Vv
fr Transitfrequenz lc=025A, Ug=10V, Alle 15 25 MHz
f =10 MHz
Con Leerlauf-Ausgangskapazitat Ues=2V, Ig =0, Alle 200 pF
in Basisschaltung f=1MHz
ton Einschaltzeit lc=1A, Alle 03 10 wus
(Bem. 7) IB(on) = IB(otty = 0,1 A
lc=3A, Alle 0.6 us
IB(on) = IB(ott) = 0,6 A
tort Ausschaltzeit lc=1A,
(Bem. 7) IB(on) = IB(ot) = 0,1 A Alle 20 30 ps
lc=3A, Alle 1,2 us.
IB(on) = IB(ott) = 0,6 A
ts Speicherzeit lec=1A, Alle 1,85 us
(Bem. 7) IB(on) = IB(ot) = 0,1 A
lc=3A, Alle 0,5 us
IB(on) = IB(otr) = 0.6 A
te Abfallzeit lc=1A, Alle 0,45 us
(Bem. 7) IB(on) = IB(ott) = 0,1 A
lc=3A, Alle 0,7 us
IB(on) = IB(ot)y = 0,6 A
Bemerkungen:

6. ImpulsmaBig gemessen: tp =< 300us; d = 2%.

7. Siehe Bild 12.
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BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

Typische Gleichstromverstarkung* in Abhéngigkeit von Ic (normiert)
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* hpg = normiert bei Ucg = 10V, lc =1 A, Tg = +25°C,

hggn=f(Ic); Tg=+25°C
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BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

Maximaler Arbeitsbereich
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Bild 6

Das Diagramm (Bild 5) gilt fiir Einzel-Rechteckimpulse
(T = +25°C)

Bei Gehdusetemperatur von iiber 25°C erhalt man den Betrag
des zuldssigen Stroms, indem man aus Bild6 die Abnahme der
Verlustleistung entnimmt. Bei Betrieb mit periodischen Impulsen
geht man folgendermaBen vor: Zuerst ermittelt man die Energie
des Impulses durch graphische Integration und errechnet dann
den gleichwertigen Rechteckimpuls, indem man die Pulsdauer
und die angelegte Spitzenspannung zugrunde legt. Dabei muB
sichergestellt sein, daB der errechnete Impuls innerhalb des
zulassigen Arbeitsbereichs liegt. Des weiteren muB tberpriift
werden, ob die iiber die Periodendauer gemittelte Verlustleistung
innerhalb des Bereichs fiir DC zu liegen kommt, (Bei héheren
Geh&usetemperaturen als 25°Cist Ptot nach Bild 6 zu reduzieren.)

Arbeitsbereich bei Verwendung als induk-
tiver Schalter; Ugg zwischen -2V und-8V;
I
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j TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBe

494



BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

Typische Anderung der Schaltzeiten in Abhingigkeit vom Kollektorstrom
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BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A
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Gemessen bei:
tp =10ps; d =200 Hz

Mefschaltung

Bild 12

Die Widerstinde miissen frei von Induktivitaten sein.
Fiir die MeBschaltung werden folgende MeBgerate empfohlen: Impulsgenerator HP 214A, oder VELONEX 380 mit
Einschub V. 1265, Stromzange TEKTRONIX P6019, 6020, 6042. Oszillograph mit einer Anstiegszeit von = 20 nsec.
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Stromverlauf von Ig und Ic
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BLY47 bis BLY50; BLY47A bis BLY50A

Kurven fiir Ucg(sat) und UBg(sat) in Abhéngigkeit vom Kollektorstrom
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BSW26

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

Dieses Bauelement ist besonders geeignet zur Ansteuerung magnetischer Kern-
speicher und zum schnellen Schalten mittlerer Strome

Mechanische Daten: Kollektor mit Gehause leitend verbunden
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Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung bei Ty < 25 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg < 25 °C
Sperrschicht- und Lagerungstemperaturbereich

Bemerkung:

1. Basis-Emitter-Diode ist offen.

MaBe in mm

50V

4V

4V .
1A

05 W

1.8W

—65 °C bis +200°C
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BSW26

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min max Einh,
Umsr)cBo Kollektor-Basis- Ic=100uA, Ig=0 50 v
Durchbruchsspannung
Umryceo Kollektor-Emitter- lc=10mA, Ip=0 (Bem. 2) 40 Vv
Durchbruchsspannung
U®sr)EBo Emitter-Basis- Ig =100 pA, Ic=0 4 v
Durchbruchsspannung
IcBO Kollektor-Basis-Reststrom Uca=2V, Ig=0 1 pA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=3V, Ic=0 05 uA
hre Gleichstromverstéarkung Ucg =2V, Ic=100mA (Bem. 2) 20
Uce =2V, Ic=500mA (Bem. 2) 20
UBR(saty Basis-Emitter- IB=5mA, Ic=100mA (Bem. 2) 08 V
Sattigungsspannung IB = 10 mA, lc = 500 mA (Bem. 2) 106 V
Ip = 60 mA, I¢ = 500 mA (Bem, 2) 13 V
Ucgaty Kollektor-Emitter- IB=5mA, Ilc=100mA (Bem. 2) 035 V
Séttigungsspannung Ip = 50 mA, lc = 500 mA (Bem, 2) 06 V
Cob Leerlaufausgangskapazitat Ues =10V, Ic =0, f=1MHz 10 pF
Cn Leerlaufeingangskapazitat Ugs=05V,lg =0, f=1MHz 80 pF
haie Kleinsignalstromverstarkung Uce = 10V, Ic = 50 mA, f = 100 MHz 6 dB
Schaltzeiten bei Ty = 25 °C
Parameter Priifbedingungen max Einh,
ton Einschaltzeit Ic = 500 mA, Ip = 50 mA 40 ns
tore Ausschaltzeit Ic = 500 mA, Is1 = 30 mA, Ipz = —60 mA 85 ns
Bemerkung:

2. ImpulsméaBig gemessen.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BSwW27

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

Dieses Bauelement ist besonders geeignet zur Ansteuerung magnetischer Kern-
speicher und zum schnellen Schalten mittlerer Stréme

Mechanische Daten: Kollektor mit Gehause leitend verbunden
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Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung bei Ty < 25°C
Gesamtverlustleistung bei Tg < 25 °C
Sperrschicht- und Lagerungstemperaturbereich

N —

Bemerkung:

1. Basis-Emitter-Diode ist offen. '

MaBe in mm

60V

50V ’
4V

1A

08 W

3w

—65 °C bis 4200°C
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BSW27

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter - Priifbedingungen min max Einh.
UmrycBo Kollektor-Basis- lc=100pA, Ig=0 60 v
Durchbruchsspannung
Umsr)cro Kotlektor-Emitter- lc=10mA, I=0 (Bem, 2) 50 \Y
Durchbruchsspannung
U®r)eBo Emitter-Basis- Ig =100 A, Ic =0 4 "
Durchbruchsspannung
IcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=2V, Ig=0 05 w®A
IEBO Emitter-Basis-Reststrom UgB=3V, Ic=0 05 unA
hre Gleichstromverstarkung Uce =2V, Ilc=100mA (Bem, 2) 20
Ucg =2V, Ic=500mA (Bem, 2) 30
UBEsaty  Basis-Emitter- IB=5mA, Ic=100mA (Bem. 2) 0,85 V\
Sattigungsspeicher Ip = 10 mA, l¢ = 500 mA (Bem. 2) 105 V
Ip = 50 mA, lc = 500 mA (Bem. 2) 13 V
Uck@aty  Kollektor-Emitter- IB=5mA, Ic=100mA (Bem., 2) 035 V
Sattigungsspannung I = 50 mA, I¢c = 500 mA (Bem. 2) 06 V
Cob Leerlauf-Ausgangskapazitit Ucs =10V, Ic=0, =1MHz 10 pF
Cn Leerlauf-Eingangskapazitit Ugs=05V,lg=0, f=1MHz 80 pF
haie Kleinsignalstrom- Uce =10V, lc =50 mA, f =100 MHz 6 dB
verstédrkung
Schaltzeiten bei Ty = 25 °C
Parameter Priifbedingungen max Einh.
ton Einschaltzeit Ic = 500 mA, I = 50 mA 40 ns
tore Ausschaltzeit Ic = 500 mA, 11 = 30 mA, Ip2 = —60 mA 85 ns
Bemerkung:

2. ImpulsméaBig gemessen.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BSW28

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

Dieses Bauelement ist besonders geeignet zur Ansteuerung magnetischer Kern-

speicher und zum schnellen Schalten mittlerer Strome

Mechanische Daten: Kollektor mit Geh&duse leitend verbunden

TO-39
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Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Gesamtverlustleistung bei Ty < 25°C
Gesamtverlustleistung bei Tg <25 °C
Sperrschicht- und Lagerungstemperaturbereich

Bemerkung:

1. Basis-Emitter-Diode ist offen.

MaBe in mm

60 V

50V .
4V

1A

08 W

3w

—65 °C bis 4200 °C
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BSw28

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter = Priifbedingungen min  max Einh.
U®srycBo Kollektor-Basis- Ic=100pA, Ig=0 60 v
Durchbruchsspannung
Um®sryceo Kollektor-Emitter- Ic=10mA, Ig=0 (Bem. 2) 50 v
Durchbruchsspannung
Uer)EBo Emitter-Basis- Ig=100pA, Ic=0 4 \
Durchbruchsspannung
IcBoO Kollektor-Basis-Reststrom UeB=20V, Ig=0 05 pA
hre Gleichstromverstarkung Ucg =2V, Igc=100mA (Bem. 2) 20
Uce =2V, l¢=500mA (Bem. 2) 20
UBE@aty Basis-Emitter-Sattigungs- IB=5mA, Ic= 100 mA (Bem. 2) 08 V
spannung IB =10 mA, lc = 500 mA (Bem. 2) 13 V
Ucksaty  Kollektor-Emitter- IB=5mA, Ic= 100 mA (Bem. 2) 035 V
Sattigungsspannung IB = 50 mA, Ig =500 mA (Bem. 2) 06 V
Cob Leerlauf-Ausgangskapazitit Ucs = 10V, lc =0, f=1MHz 10 pF
Cnp Leerlauf-Eingangskapazitit Ugs =05V, Ig =0, f=1MHz 80 pF
haie Kleinsignalstromverstarkung Ucg = 10V, lc = 50 mA, f = 100 MHz 6 dB
Schaltzeiten bei Ty = 25 °C
Parameter Priifbedingungen max Eir;h.
ton Einschaltzeit Ic = 500 mA, Ip = 50 mA 50 ns
tort Ausschaltzeit lc = 500 mA, Ig1 = 30 mA, IB2 = 60 mA 85 ns
Bemerkung:

2. ImpulsmaBig gemessen.

[o]
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BSW29

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

Dieses Bauelement it besonders geeignet zur Ansteuerung magnetischer Kern-
speicher und zum schnellen Schalten mittlerer Strome

Mechanische Daten: Kollektor mit Gehduse leitend verbunden

TO-39
Kollektor le—6,6—fe—12,7 rvgn——i
1 i St
% c:( G:Q —- —-———:‘r
‘ :I:
2,54 min T-{-ﬁ— '
0,23
Emitter -
Mage in mm
Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung 40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V
Emitter-Basis-Spannung 4V
Kollektorstrom 1A
Gesamtverlustleistung bei Ty < 25 °C 1w
Gesamtverlustleistung bei Tg =< 25 °C 5W
Sperrschicht- und Lagerungstemperaturbereich —65 °C bis +200°C

Bemerkung:

1. Basis-Emitter-Diode ist offen.

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BSW29

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

-

Parameter Prifbedingungen min  max Einh.
Umsr)cBo Kollektor-Basis- lc=100 pA, Ig =0 40 \"
Durchbruchsspannung
Umr)cro Kollektor-Emitter- lc=10mA, Ip=0 (Bem. 2) 30 "%
Durchbruchsspannung
U®sr)EBo Emitter-Basis- Ig =100 pA Ic=0 4 v
Durchbruchsspannung
IcBo Kollektor-Basis-Reststrom UeB=20V, Ig=0 0,7 uA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugs =3V, lgc=0 0,7 w®A
hrr Gleichstromverstarker Ucg =2V, lgc=100mA (Bem. 2) 20
Uce =2V, Ic=500mA (Bem. 2) 30
UBg@at)y Basis-Emitter-Sattigungs- IB=5mA, Ic=100mA (Bem. 2) 08 V
spannung IB = 10 mA, Ic = 500 mA (Bem. 2) 105 V
Ip = 50 mA, Ic = 500 mA (Bem. 2) 13 V
Uck@aty  Kollektor-Emitter- IB=5mA, I¢c=100mA (Bem. 2) 035 V
Sattigungsspannung IB = 50 mA, lc = 500 mA (Bem., 2) 06 V
Cob Leerlauf-Ausgangskapazitit Ucs =10V, I¢c =0, f=1MHz 10 pF
Cnp Leerlauf-Eingangskapazitit Ugs =05V Ig =0, f=1MHz 80 pF
h21e Kleinsignalstromverstirkung Uce = 10V, I¢c = 50 mA, f = 100 MHz 6 dB
Schaltzeiten bei Ty = 25 °C
Parameter Priifbedingungen max Einh,
ton Einschaltzeit Ic = 500 mA, Ig = 50 mA 40 ns
tore Ausschaltzeit Ig = 500 mA, Ip1 = 30 mA, Iz = —60 mA 85 ns
Bemerkung:

2. Impulsmé&Big gemessen.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BSW32

NPN-Silizium-Planar-Transistor im Silect*-Gehéduse TO-92

Mit sehr hoher Durchbruchsspannung zur Ansteuerung von Glimmréhren

Mechanische Daten

Dieser Transistor ist in ein Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Léttemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfillt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist licht-
unempfindlich.
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Kollektor  Emitter L_W 12,7 min
Silect-Gehause TO-92
* Ltfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert
MaBe in mm

Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung 100V .
Kollektor-Emitter-Spannung 80V
Emitter-Basis-Spannung 6V
Kollektor-Dauerstrom 30 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 °C (Bem. 1) 250 mW
Lagerungstemperaturbereich —55°C bis +150°C
Drahttemperatur in 1,6 mm Abstand vom Gehé&use fir 10s 260 °C

Bemerkung:
1. Lineare Reduzierung bis auf Ty =150 °C mit 2 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bei 25 °C Umgebungstemperatur

-

Parameter Prifbedingungen min max Einh.
ICER Kollektor-Emitter-Reststrom Uce =80V, RpBg=22kQ 10 rA
Icev Kollektor-Emitter-Reststrom Uce=8V, Ugp=05V 10 nA
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucs=100V, Ig=0 1,0 pA
IgBO Emitter-Basis-Reststrom U =6V, Ic=0 1,0 pA
hre Gleichstromverstarkung Ucg =5V, lc=10mA 40

Uce =5V, lc=2mA 30
UcE (sat) Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung lc=10mA, Ig=05mA 1,0 v
UBE (sat) Basis-Emitter-Sattigungsspannung lc=10mA, Ig=05mA 1.0 v
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